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DSDTF 25 wt% Me4NOH-MeOH 
-78°C NiCl2 6H2O-MeOH

Et4N PF6 MeCN
よ  (0.1 µA) 40°C よ

よ Crystal data: 
C12H16N0.5S4Se2Ni0.5, P1, a=7.930(1), b=8.940(2), c=12.460(2) Å, α=74.58(1), 
β=79.76(2), γ=84.52(2)°, V=836.9(3)Å3, Z=2, R= 0.047, Rw=0.057.  
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[Ni(dmdt)2]: X=S

[Ni(dmdsdtfdt)2]: X=Se



4.36 Å

り

2  Hückel
法を用いて重なり積分を計算した。
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4.2-400 K

(0.076 S·cm-1) nBu4N
0.14 S·cm-1

16 meV
 

ゝ C16H12S8Se4Ni1  C 23.01, 
H 1.45, N 0.00%, C 23.19, H 
1.70, N 0.00%
[Ni(dmdsdtfdt)2] 四端子法を用いて加圧成形試料の電気抵抗を調

べた。[Ni(dmdsdtfdt)2]は 165 S·cm-1と大きな室温伝導度を示した。抵抗の温度依存性
は冷却に伴って室温から緩やかに上昇するが、 10 meV
この錯体は低温部においても高伝導性[σ(4.2 K)/σrt ≈ 1/2]を示す。また、10 kOe の磁

場下で測定した静磁化率（χ300 K = 2.0 x 10-4 emu·mol-1）は Pauli 常磁性的な挙動であ
り、これらの結果から[Ni(dmdsdtfdt)2]は ㈻  

* 21 世紀 COEプログラム「フロンティア基礎化学」研究拠点形成事業のもとに研究を行った。 
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